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Аннотация. Технология сверхбольших интегральных схем VLSI (very large scale integrated) завоевала по-
пулярность благодаря возможности значительного изменения и адаптации. Развитие данных платформ
идет по пути уменьшения размеров элементов. Но происходит не только уменьшение размеров, но и рево-
люция в конструировании, когда все схемы переключаются с уровня единичных элементов к уровню дру-
гих появляющихся устройств. В этой борьбе мемристоры более способны закрепится в области VLSI по
сравнению с другими новыми устройствами. В данной работе представлено изучение статического запаса
помехоустойчивости, подчеркивается новая проблема точности, поскольку шум оказывает большое влия-
ние на напряжение удержания ячейки SRAM и это влияние в мемристорной ячейке меньше, чем для тради-
ционной ячейки 7T SRAM. Результаты имитационного моделирования представлены для ячейки 7T
SRAM и мемристорной 7T SRAM ячейки технологии 45 нм. В данной работе обсуждается и сравнивается
влияние коэффициентов ячейки и нагрузки.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Технология комплиментарных транзисто-
ров метал–оксид–полупроводник CMOS
(complementary metal oxide semiconductor,
КМОП) сталкивается с существенными про-
блемами при размерах канала менее 45 нм. Это
такие проблемы, как подпороговые токи утеч-
ки, влияние горячих носителей заряда, несоот-
ветствие устройств и ухудшение подвижности
носителей заряда. В этой борьбе транзисторы с
множеством затворов решают эти проблемы
CMOS с монолитной подложкой. Очевидно,
что материалы последующей технологии

должны показывать высокую стабильность,
подвижность, масштабируемость и уменьше-
ние влияния укороченного канала по отноше-
нию к вариациям техпроцесса.

Мемристоры сейчас являются многообе-
щающими устройствами для разработчиков,
поскольку обладают множеством необходи-
мых свойств. Они компактны, занимают не-
большую площадь, имеют малую потребляе-
мую мощность и малые токи утечки. В допол-
нение к этим свойствам мемристоры делают
систему энергонезависимой, поскольку мем-
ристоры имеют энергонезависимую природу,
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